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非同期 NAND インターフェース付 16M ビッ ト nvSRAM

特長

■ 16M ビッ トの不揮発性スタテ ィ ック RAM (nvSRAM)
❐ 性能は I/O 毎に最大 33MT/s
❐ ×16 バスを利用するデータ  スループッ トは最大 528Mbps
❐ 縮小された命令セッ ト付き業界標準の非同期NAND フラッ
シュ  インターフェース 

❐ 共有アドレス、 データおよびコマンド  バス
• アドレスおよびコマンド  バスは 8 ビッ ト

• コマンドは 1 か 2 コマンド  サイクルで送信 
• アドレスは 5 アドレス サイクルで送信 
• データ  バス幅は ×8 または ×16 ビッ ト  

■ 動作モード :
❐ アクセス時間が 30nsの非同期NAND インターフェース I/O
❐ ソフ トウェアで次のものを検出するステータス レジスタ :

• 不揮発性 STORE 完了

• 前のコマンドの成功／失敗状態

• 書き込み保護の状態

■ 小さいコンデンサのみによる電源切断時の自動 STORE ハン
ドオフ  

■ QuantumTrap不揮発性素子へのSTORE をソフ トウェア コマ
ンド、専用ハードウェア ピン、または電源切断時の AutoStore
により起動  

■ SRAMへのRECALL処理はソフ トウェアまたは電源投入で 起
動

■ 高い信頼性

❐ 回数に制限のない読み出し、 書き込み、 および RECALL サ
イクル

❐ QuantumTrap に対する 100 万回の STORE サイクル 

■ データ保持期間 : 20 年間 (85°C)

■ 動作電圧

❐ コア VCC = 2.7V ～ 3.6V ； I/O VCCQ = 1.70V ～ 1.95V

■ 165 ボール微細ピッチ ボール グリ ッ ド  アレイ  (FBGA) パッ
ケージ

■ 産業用温度範囲 : –40°C ～ +85°C

■ RoHS 準拠

概要

サイプレスの nvSRAM は、 モ ノ リシ ッ ク集積回路で高性能

SRAM セルを不揮発性素子と組み合わせています。組込み型不

揮発性素子には、 世界最高レベルの信頼性を備えた不揮発性メ
モリを実現する SONOS 技術を採用しています。SRAM の読み

出し／書き込みの回数は無制限です。 不揮発性データは不揮発
性素子に保持され、 SRAM に書き込まれると変化しません。

CY14V116F7／CY14V116G7 nvSRAMは、標準の非同期NAND
インターフェースによるアクセスをサポート し、 ×8 と ×16 イ

ンターフェースのオプシ ョ ンを提供しています。 ×16 インター

フェースの場合、 データ  バイ トは DQ[15:0] ラインを介して転

送され、 DQ[7:0] バスに比べて 2 倍のスループッ ト を持ってい

ます。CY14V116F7 ／ CY14V116G7 は高度に多重化された DQ
バスを使用してデータ、 アドレスおよび命令を転送します。 す
べてのアドレスとコマンドは常にデータバス DQ[7:0] を経由し

て転送されます。 したがって、 ×16 バス インターフェースの場

合は、 上位の 8 データ  ビッ ト DQ[15:8] はアドレスとコマンド

サイクルの間に 「ドン ト  ケア」 になります。 CY14V116F7 ／

CY14V116G7 は、5 つの制御ピン (CLE、ALE、CE、RE と WE)
を用いて読み出しと書き込み処理の時にコマンド、 アドレスお
よびデータを転送します。 書き込み保護 (WP)、 レディー／ビ

ジー (R/B) や HSB STORE などの追加 I/O ピンはデバイスの機

能をサポートするために使用されます。 

非同期 NAND インターフェース nvSRAM は、 ONFI 1.0 仕様の

ほとんどに適合し、 速度が 33MHz までのデータ  アクセスをサ

ポート します。

すべての関連資料の一覧については、 ここをクリ ックして くだ
さい。

http://www.cypress.com/?rID=94162


CY14V116F7
CY14V116G7

文書番号 : 001-92097 Rev. *B ページ 2 / 30

ブロック図

シングル チャネル アーキテクチャ

CE
CLE
ALE
WE
RE

VCC VCCQVCAP

Power Control

R/B

HSB

STORE / RECALL /
      Write Protect 
          Control

16 Mbit nvSRAM 
         Core

I/O Control

Address Register

Command Register

NAND Interface
 Control Logic

Address 

Data I/O

WP

DQ[15:0]

DQ[7:0]

DQ[7:0]



CY14V116F7
CY14V116G7

文書番号 : 001-92097 Rev. *B ページ 3 / 30

目次

ピン配置 ............................................................................. 4
ピン機能 ............................................................................. 5
発見と初期化 ...................................................................... 5
nvSRAM バス処理 .............................................................. 5
制御信号 ............................................................................. 5
nvSRAM バス モード  .........................................................6

nvSRAM イネーブル／スタンバイ  .............................. 6
nvSRAM バス アイドル ............................................... 6
nvSRAM コマンド  ....................................................... 6
nvSRAM アドレス入力 ................................................ 7
nvSRAM データ入力 ................................................... 8
nvSRAM データ出力 ................................................... 8
コマンドの定義 ........................................................... 9

基本動作 ........................................................................... 10
ID 読み出し  (90h) の定義 .......................................... 10
パラメータ  ページ読み出し  (ECh) ............................ 12
ステータス読み出し  (70h) の定義 ............................. 14
ステータス フ ィールドの定義 ................................... 15
nvSRAM バースト  モード読み出し  (00h、 30h) ........ 15
nvSRAM バースト書き込み (80h、 10h) ................... 16
リセッ ト  (FFh) の定義 .............................................. 16
nvSRAM ソフ トウェア RECALL (FCh) ..................... 17
nvSRAM ソフ トウェア STORE (84h、 A5h) ............. 17
nvSRAM AutoStore ディセーブル (A3h) ................... 17
nvSRAM AutoStore イネーブル （ACh） .................... 17
書き込み保護 ............................................................. 18

nvSRAM Store 処理 ......................................................... 18
AutoStore 処理 .......................................................... 18
ハードウェア STORE (HSB) 処理 ............................ 19
ソフ トウェア Store 処理 ........................................... 19

nvSRAM RECALL 処理 ................................................... 19
ハードウェア RECALL ( 電源投入 ) .......................... 19
ソフ トウェア Recall .................................................. 19

最大定格 ........................................................................... 20
動作範囲 ........................................................................... 20
DC 特性 ............................................................................ 20
データ保持期間および書き換え可能回数 ......................... 21
静電容量 ........................................................................... 21
熱抵抗 ............................................................................... 21
AC テスト条件 ................................................................. 22
AC スイッチング特性 ....................................................... 23

タイ ミング モード  ..................................................... 23
nvSRAM AutoStore ／パワーアップ RECALL 特性 ....... 24
ハードウェア STORE 特性 ............................................... 25
注文情報 ........................................................................... 26

注文コードの定義 ...................................................... 26
パッケージ図 .................................................................... 27
略語 .................................................................................. 28
本書の表記法 .................................................................... 28

測定単位 .................................................................... 28
改訂履歴 ........................................................................... 29
セールス、 ソリューシ ョ ンおよび法律情報 ..................... 30

ワールドワイ ドな販売と設計サポート  ..................... 30
製品 ........................................................................... 30
PSoC® ソリューシ ョ ン ............................................ 30
サイプレス開発者コ ミ ュニテ ィ  ................................ 30
テクニカル サポート  ................................................. 30



CY14V116F7
CY14V116G7

文書番号 : 001-92097 Rev. *B ページ 4 / 30

ピン配置

図 1.  シングル チャネル (×8) ピン配置図 : 165 ボール FBGA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A R R R NC NC NC NC NC R R R

B R R R NC NC NC NC NC R R R

C R VCCQ VCCQ NC VSS NC VCC NC VCCQ VCCQ R

D R VSS NC VSS NC NC NC VSS NC VSS R

E NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

F NC VSS VCCQ NC NC NC NC NC VCCQ VSS NC

G NC NC NC NC R NC NC NC NC HSB NC

H NC VSS VCC R/B NC NC NC NC VCC VSS NC

J NC VCAP NC CE NC NC NC WP R NC NC

K NC VSS VCCQ NC NC NC CLE ALE VCCQ VSS NC

L NC DQ7 DQ6 NC WE NC NC NC DQ1 DQ0 NC

M R VSS DQ5 VSS RE NC NC VSS DQ2 VSS R

N R VCCQ VCCQ DQ4 VCC NC VSS DQ3 VCCQ VCCQ R

P R R R NC NC NC NC NC R R R

R R R R NC NC NC NC NC R R R

図 2.  シングル チャネル (×16) ピン配置図 : 165 ボール FBGA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A R R R NC NC NC NC NC R R R

B R R R NC NC NC NC NC R R R

C R VCCQ VCCQ DQ11 VSS NC VCC DQ12 VCCQ VCCQ R

D R VSS DQ10 VSS NC NC NC VSS DQ13 VSS R

E NC DQ8 DQ9 NC NC NC NC NC DQ14 DQ15 NC

F NC VSS VCCQ NC NC NC NC NC VCCQ VSS NC

G NC NC NC NC R NC NC NC NC HSB NC

H NC VSS VCC R/B NC NC NC NC VCC VSS NC

J NC VCAP NC CE NC NC NC WP R NC NC

K NC VSS VCCQ NC NC NC CLE ALE VCCQ VSS NC

L NC DQ7 DQ6 NC WE NC NC NC DQ1 DQ0 NC

M R VSS DQ5 VSS RE NC NC VSS DQ2 VSS R

N R VCCQ VCCQ DQ4 VCC NC VSS DQ3 VCCQ VCCQ R

P R R R NC NC NC NC NC R R R

R R R R NC NC NC NC NC R R R
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発見と初期化

電源投入サイクルが開始し、 VCC が VSWITCH 閾値を超えると、

デバイスは内部パワーアップ RECALL 処理を初期化し、R/B ピ

ンを tRECALL の間 LOW にプルダウンします。 電源投入サイク

ルが完了すると、 デバイスは R/B ピンを解放します。 このピン

はその後、 それに接続している外部プルアップ抵抗によって
HIGH にプルアップされます。R/B HIGH はデバイスのレデイ状

態を示し、オペコードを実行することでホスト  コン ト ローラが

デバイスと通信することを許可します。 サポート されているす
べてのオペコードは 9 ページの表 3 で説明します。 

nvSRAM バス処理

nvSRAM デバイスの I/O は多重化されます。 データ I/O、 アド

レスおよびコマンドは同じ I/O ピンを共有します。 DQ[15:8] は
×16 構成でのデータにのみ使用されます。 ×16 構成では、 アド

レスとコマンドは常に DQ[7:0] を、データは DQ[15:0] を経由し

て転送されます。

コマンド  シーケンスは通常、 コマンド  ラッチ サイクル、 アド

レス入力サイクルおよび 1 つ以上のデータ  サイクル ( 読み出し

または書き込み ) で構成されています。

制御信号

CE、 WE、 RE、 CLE、 ALE、 WP 等の nvSRAM 制御信号は、

nvSRAMデバイスの読み出しと書き込み処理を制御します。CE
が LOW にプルダウンされ、デバイスがビジー状態でない場合、

この信号はデバイスを有効にします。 選択されると、 nvSRAM
はコマン ド、 ア ド レスおよびデータ  バイ ト を受け付けます。

データが転送されており、 デバイスがビジーでない時、 CE が

HIGH になると nvSRAM はスタンバイ  モードに移行します。 

HIGH の CLE 信号は CE と WE LOW と共に、 コマンド入力サ

イクルを示します。 同様に、 HIGH の ALE 信号は CE と WE
LOW と共に、 アドレス入力サイクルを示します。 

ピン機能

ピン名 入出力 説明

R/B 出力

レディー／ビジー : デバイスの状態を示す。 LOW にされた時、 この信号は nvSRAM が STORE 処理、
パワーアップ RECALL 処理、またはソフ トウェア RECALL ／ソフ トウェア STORE ／ AutoStore 無効
化／ AutoStore 有効化処理のいずれかを実行していることを示す。 この信号はオープン ドレイン出力
であり、 外部プルアップ抵抗を必要とする 

RE 入力 読み出しイネーブル : 読み出し処理中にデータ出力を有効にする

CE 入力
チップ イネーブル : LOW にされる時、 デバイスを選択。 HIGH にされ、 デバイスが STORE 処理を実
行していない時、 デバイスは低消費電力スタンバイ状態に入る

CLE 入力
コマンド  ラッチ イネーブル : コマンド  バイ トをラッチするために使用。 これは、 バス サイクルの種
類 ( コマンド、 アドレス、 データ ) を示すためにホストによって使用される信号の 1 つ 

ALE 入力
アドレス ラッチ イネーブル : アドレス バイ トをラッチするために使用。 これは、 バス サイクルの種
類 ( コマンド、 アドレス、 データ ) を示すためにホストによって使用される信号の 1 つ 

WE 入力 書き込みイネーブル : 立ち上がりエッジ毎に入力データのラッチを制御

WP 入力 書き込み保護 : LOW にされる時、 nvSRAM 内の SRAM 書き込み動作を無効にする

DQ[7:0][1] 入力／出力
I/O ポート、 ×8 構成では 8 ビッ ト : I/O ポートは、 デバイスからまたはデバイスへ、 アドレス、 コマン
ド、 データを転送するための 8 ビッ ト幅の双方向ポート

DQ[15:0][1] 入力／出力
I/O ポート、×16 構成では 16 ビッ ト : I/O ポートは、書き込みと読み出し処理中にデバイスからまたは
デバイスへデータ  ワードを転送するための 16 ビッ ト幅の双方向バス。 アドレスとコマンドは常に下
位 8 ビッ ト DQ[7:0] を経由して転送

HSB 入力 ハードウェア STORE: 外部で LOW にされる時、 不揮発性 STORE 処理を開始 

VCAP 電源
AutoStore コンデンサ : SRAM から不揮発性素子にデータを格納するため、電力喪失時に nvSRAM に
電源を供給

VCC 電源 電源 : デバイスのコアの電源入力

VCCQ 電源 I/O 電源 : デバイスの入力と出力の電源入力 

VSS 電源 デバイスのグランド : システムのグランドに接続する

R R 予約済み : これらのピンは予約済みであり、 ホストによって未接続状態にされる必要がある

NC NC 未接続 : ダイ  パッ ドはパッケージ ピンに接続されていない

 注 :
1. ×8 構成のデータは DQ[7:0]、 x16 構成のデータは DQ[15:0] です。
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nvSRAM バス モード

入力制御信号の状態に応じて、nvSRAM は表 1 で定義されたよ

うに以下のバス状態のいずれかです。

注 : 状態 「X」 の信号は > VIH または < VIL です。

nvSRAM イネーブル／スタンバイ

チップ イネーブル (CE) 信号はデバイスを有効または無効にす

るために使用されます。CE が LOW に駆動されると、すべての

nvSRAM入力信号は有効になります。CEがLOWの時、nvSRAM
は DQ ライン上でコマンド、 アドレスおよびデータを受け付け

ることができます。 CE が HIGH に駆動されると、 デバイスが

ビジー状態であっても nvSRAM は無効になります。デバイスが

レディー状態で R/B が外部のプルアップ抵抗によって HIGH に

プルアップされた場合、 nvSRAM は低消費電力のスタンバイ

モードに移行します。 CE が無効の時、 WP、 R/B および HSB
を除き、 nvSRAM のすべての I/O は無効にされます。

nvSRAM バス アイ ドル

CE、 ALE、 CLE が LOW で、 WE、 RE が HIGH の時、 nvSRAM
はバス アイ ドル状態になります。 バス アイ ドル中に、 すべて

の入力信号は有効になりますが、コマンド、アドレスおよびデー
タはデバイスでラッチされておらず、 デバイスからのデータ出
力もありません。

nvSRAM コマンド

CE が LOW、 ALE が LOW、 CLE が HIGH および RE が HIGH
の時に、 コマンドは WE の立ち上がりエッジで DQ[7:0] からコ

マン ド  レジスタに書き込まれます。 nvSRAM がビジー状態

(RDY ビッ トがステータス レジスタで 「0」 にセッ ト された ) の
場合、 ステータス レジスタ読み出し  (70h) およびリセッ ト

(FFh) を除き、 すべてのコマンドは無視されます。

表 1.  非同期 NAND インターフェース バス モード

CE ALE CLE WE RE WP バス状態

1 X X X X X スタンバイ

0 0 0 1 1 X バス アイドル

0 0 1 0 1 X コマンド  サイクル

0 1 0 0 1 X アドレス サイクル

0 0 0 0 1 H 書き込みサイクル

0 0 0 1 0 X 読み込みサイクル

0 1 1 X X X 未定義

0 0 0 0 1 L SRAM への書き込
み保護

図 3.  コマンド  ラッチ サイクル

 WE

CE

ALE

CLE

DQ[7:0] COMMAND

tWP

tCHtCS

tALH

tDH
tDS

tALS

tCLH
tCLS

Don’t Care
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nvSRAM アドレス入力

nvSRAM アドレス サイクル中、 CE が LOW、 ALE が HIGH、

CLE が LOW および RE が HIGH の時、 ホストは WE トグルの

立ち上がりエッジ毎に DQ[7:0] を通して 5 つの連続したアドレ

ス バイ ト をアドレス レジスタに送信します。 5 バイ トのアド

レッシングでは、最下位のアドレス バイ トは最初のアドレス サ
イクルで、 最上位のアドレス バイ トは 5 番目のアドレス サイ

クルで送信されます。 nvSRAM は、 その 16M ビッ ト  メモリ全

体をアドレス指定するために最初の3つのアドレス バイ トのみ

を必要とします。 したがって、 5 バイ トのアドレスでの 2 つの

追加アドレス バイ トはドン ト  ケアのバイ トです。 ドン ト  ケア

ビッ ト を含むすべての未使用アドレス ビッ トはホスト  コン ト

ローラによって「0」にセッ トする必要があります。ビジー (RDY
がステータス レジスタで 「0」 にセッ ト された ) 期間中に、 ア

ドレス サイクルは nvSRAM に無視されます。 nvSRAM のアド

レッシングの詳細については、 9 ページの表 2 を参照して く だ

さい。

図 4.  アドレス ラッチ サイクル
 

WE

CE

ALE

CLE

 DQ[7:0] Address

tWP tWH

tCS

tDH
tDS

tALS
tALH

tCLS

Don’t Care

tWC

Address Address Address Address
Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5
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nvSRAM データ入力

CE が LOW、 ALE が LOW、 CLE が LOW および RE が HIGH の場合、 データは WE の立ち上がりエッジで DQ (DQ[7:0] または

DQ[15:0]) から nvSRAM のデータ  レジスタに書き込まれます。デバイス ビジー状態 (RDY がステータス レジスタで 「0」 にセッ ト

された ) では、 nvSRAM はデータ入力を無視します。

nvSRAM データ出力

nvSRAM がレディー状態の場合、データは読み出し中に DQ バス (DQ[7:0] または DQ[15:0]) 上で nvSRAM によって送信されます。

CE が LOW、 ALE が LOW、 CLE が LOW および WE が HIGH の場合、 データは RE の立ち下がりエッジ毎にデータ  レジスタから

出力されます。 STORE サイクル中に nvSRAM がビジー状態 (RDY がステータス レジスタで 「0」 にセッ ト された ) の場合は読み

出し要求を無視します。 

図 5.  データ入力サイクル

  WE

CE

ALE

CLE

DQ

tWP tWP tWP

tWH

tALS

tDH
tDS

tDH
tDS

tDH

tDS

tCLH

tCH

D1 DN

tWC

D0

Don’t Care

図 6.  データ出力サイクル

CE

RE

DQ

tt RP

t RC

t CEA

tREA t REA t REA

t RHZ

t CHZ

t RHZ

t RHOH

t COH

D1 D2 DN

REH

Don’t Care
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コマンドの定義

アドレス、コマンドおよびデータは nvSRAM の I/O で多重化さ

れます。 CE と CLE が LOW、 ALE が HIGH ( アドレス サイク

ルの場合 )、 または CE と ALE が LOW、 CLE が HIGH ( コマン

ド  サイクルの場合 ) の時に WE を LOW にトグルすることで、

すべてのコマンド とアドレスは DQ バスの DQ[7:0] 経由で書き

込まれます。すべての入力ピンの状態は WE の立ち上がりエッ

ジでラッチされます。その後、デバイスはバス サイクルがコマ

ンド  サイクル、 アドレス サイクル、 データ入力サイクル、 ま

たはデータ出力サイクルであるかを判定します。 すべての非同
期 NAND インターフェースの nvSRAM コマンドは表 3 に一覧

表示されています。

表 2.  nvSRAM アドレス入力

アドレス サイクル DQ7 DQ6 DQ5 DQ4 DQ3 DQ2 DQ1 DQ0

1 番目 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

2 番目 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8

3 番目 ドン ト  ケア [3] A20 ／ LOW[2] A19 A18 A17 A16

4 番目 ドン ト  ケア [3]

5 番目 ドン ト  ケア [3]

表 3.  nvSRAM コマンド表

nvSRAM 機能 最初のサイクル 第 2 サイクル 項目

ID 読み出し 90h ターゲッ ト  デバイスが ONFI 仕様をサポートするかを同定する。
ターゲッ ト  デバイスが ONFI 仕様をサポートする場合、ONFI シグ
ネチャが返される

パラメータ  ページ読み
出し

ECh パラメータ  ページ読み出し機能は、 ターゲッ トの構成、 機能、 タ
イ ミングおよび他の動作パラメータを記述するデータ構造を検索

ステータス読み出し 70h 最後に発行された処理の状態の値を読み出す

読み出し 00h 30h 読み出し機能は、アドレス バイ トによって指定された nvSRAM ア
レイ位置から読み出す

書き込み 80h 10h[4]
データはnvSRAMのSRAMアレイに書き込まれる。10hはnvSRAM
書き込み処理用のオプシ ョ ンのコマンド  サイクルであり、 ホスト
がこのコマンドを発行しな く ても書き込みは正常に実行される 

リセッ ト FFh 現行の処理 ( すべての読み出し／書き込み ) を中止し、nvSRAM を
電源投入状態に移行させる。NV 処理が実行中の場合、それが完了
してからリセッ ト要求は処理される 

ソフ トウェア RECALL FCh ソフ トウェア RECALL

ソフ トウェア STORE 84h A5h ソフ トウェア STORE

AutoStore ディセーブル A3h AutoStore 機能を無効にする

AutoStore イネーブル ACh AutoStore 機能を有効にする

予約済み EEh 予約済み

予約済み EFh 予約済み

 注 :
2. ×16 構成では、 A20 アドレス ビッ トは LOW に設定されます。

3. これらのアドレス ビッ トは 「ドン ト  ケア」 ですが、 サイプレスはこれらを 「0」 と して扱う ことを推奨します。

4. 書き込みサイクルの終わりの 10h コマンドは任意であり、 フラ ッシュ互換性にのみ使用されます。 
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基本動作

次の節で nvSRAM コマンドを説明します。

ID 読み出し  (90h) の定義

ID 読み出し機能はターゲッ トのデバイスが ONFI 仕様をサポー

トするかを同定します。 nvSRAM が ONFI 仕様をサポートする

場合、 ONFI シグネチャが返されます。 ONFI シグネチャは

「ONFI」 の ASCII 符号化です。そこで、「O」 = 4Fh、「N」 = 4Eh、
「F」 = 46h、 および 「I」 = 49h。 4 バイ トを超えて読み出すと不

定値が得られます。 図 7 と  図 8 は ID 読み出しの動作とタイ ミ

ングを定義します。 

ID 読み出しコマンドでは、00h と 20h のアドレスのみが有効で

す。ID 読み出しコマンド  (90h) に続く他のアドレス (00h と 20h
を除き ) はホストに無効なデータを返します。ONFI シグネチャ

を検索するために、 20h のアドレスを入力します。

16 ビッ トのデータ  アクセスをサポートするデバイスでは、 上

位 8 ビッ ト DQ[15:8] は 「ドン ト  ケア」 ビッ トであり、 使用さ

れません。

図 7.  ONFI シグネチャの ID 読み出し処理図

図 8.  ONFI シグネチャの ID 読み出しタイ ミング図
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ID 読み出し機能は、00h のアドレスを指定することで特定 NAND 製品の JEDEC メーカー ID およびデバイス ID を判定するために

も使用できます。 図 9 はデバイス ID を読み出すための ID 読み出しの動作とタイ ミングを定義します。 最初の 2 バイ ト を超えて読

み出すと不定値が得られます。

MIDは割り当てられたメーカーID で構成される 2バイ トのコー

ドです。 MID レジスタは工場出荷時に設定され、 ユーザーに

とっては読み出し専用のレジスタです。 これはサイプレス用に
JEDEC が割り当てたメーカーの ID です。 JEDEC は異なるバ

ンクでメーカー ID を割り当てます。 最初の 8 ビッ トは ID が割

り当てられているバンクを表しています。 次の 8 ビッ トはメー

カー ID を表しています。 サイプレスのメーカー ID はバンク 0
で 34h です。したがって、サイプレス NAND インターフェース

nvSRAM 製品のメーカー ID は以下の通りです。 

MID: 0000_0000_0011_0100

DID は、サイプレスによって割り当てられた製品のデバイス ID
からなる 2 バイ トのコードです。 デバイスの ID は、 ×8 製品で

は 22h、 00h であり、 ×16 製品では 22h、 40h です。

DID (×8): 0010_0010_0000_0000

DID (×16): 0010_0010_0100_0000

図 9.  メーカー ID の ID 読み出し処理図
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図 10.  メーカー ID の ID 読み出しタイ ミング図
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パラメータ  ページ読み出し  (ECh)

パラ メータ  ページ読み出しコマンド  (ECh) はターゲッ トの構

成、機能、タイ ミングおよび他の動作パラメータを記述するデー
タ構造を読み出します。 図 11 はパラメータ  ページ読み出しコ

マンドを定義します。 このコマンドは、 nvSRAM がアイドルの

時のみにターゲッ トによって受け付けられます。ECh をコマン

ド  レジスタに書き込むと、 ターゲッ ト  デバイスはパラ メータ

ページ読み出しモードになります。 デバイスは、 他の有効なコ
マンドが発行されるまでこのモードのままです。

ECh コマンドの後に続いて 00h アドレス サイクルが送信され

ると、 ホス トはパラメータ  ページ バイ ト を読み出す前に少な

く とも tWHR 時間待機する必要があります。RE トグルのたびに

nvSRAM はパラメータ  バイ トの送信を開始します。

パラ メータ  ページ読み出し  (ECh) の出力データは、 nvSRAM
デバイスの適切な使用のための内部の設定のためにホス トに
よって使用されます。パラ メータ  ページのデータはいかなる製

品でもスタテ ィ ックです。 しかし、 値はデバイスの製品サイク
ルを通じて変更されることがあります。 ホストはデータを解釈
し、 それに応じて自分自身を設定します。

パラメータ  ページのデータ構造の定義

表 4 は nvSRAM のパラメータ  ページのデータ構造を定義しま

す。パラ メータ  ページは複数のバイ トにわたり、パラ メータの

最下位バイ トはパラ メータ  ページのデータ構造の最初のバイ

トに対応します。値はパラメータ  ページでバイ トの単位で報告

します。 16 ビッ トのデータ  アクセスをサポートするデバイス

では、上位 8 ビッ ト DQ[15:8] は 「ドン ト  ケア」 ビッ トであり、

使用されません。

図 11.  パラメータ  ページ コマンド読み出しタイ ミング 

WE

ALE

CLE

RE

ECh 00h P0 P1

t WHR

 DQ[7:0]

tRP

t RC

表 4.  パラメータ  ページのデータ構造の定義

バイ ト パラメータの説明 [5] 値 (SDR タイ ミング モード 3) 値 (SDR タイ ミング モード 2)

×8 ×16 ×8 ×16

0 ～ 3 パラメータ  ページのシグネチャ  

バイ ト 0: 4Fh、 「O」 4Fh 4Fh 4Fh 4Fh

バイ ト 1: 4Eh、 「N」 4Eh 4Eh 4Eh 4Eh

バイ ト 2: 46h、 「F」 46h 46h 46h 46h

バイ ト 3: 49h、 「I」 49h 49h 49h 49h

4 ～ 5 レビジ ョ ン番号 00h、 02h 00h、 02h 00h、 02h 00h、 02h

ビッ ト 15 ～ 2: 予約済み (0)

ビッ ト 1: ONFI バージョ ン 1.0 をサポート

ビッ ト 0: 予約済み (0)

 注 :
5. () は、 工場出荷時の値を示します。
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6 ～ 7 サポート されている機能 00h、 00h 00h、 01h 00h、 00h 00h、 01h

ビッ ト 15 ～ 1: 予約済み (0)

ビッ ト 0: 「1」 にセッ ト されると、 16 ビッ ト  
データ  バス幅をサポート

8 ～ 9 サポート されているオプシ ョ ンのコマンド 00h、 00h 00h、 00h 00h、 00h 00h、 00h

ビッ ト 15 ～ 3: 予約済み (0)

ビッ ト 2: 機能取得と機能設定コマンドをサ
ポート

ビッ ト 1 ～ 0: 予約済み (0)

10 ～ 31 予約済み (0) 全バイ ト 00h

32 ～ 43 デバイス メーカー (12 ASCII 文字 ) 全バイ ト 00h

44 ～ 63 デバイス モデル (20 ASCII 文字 ) 全バイ ト 00h

64 JEDEC メーカー ID 34h 34h 34h 34h

65 ～ 66 日付コード  ( オプシ ョ ン ) 全バイ ト 00h

67 ～ 79 予約済み (0) 全バイ ト 00h

80 ～ 100 未使用 (0) 全バイ ト 00h

101 アドレス サイクル数
ビッ ト 7 ～ 4: 列アドレス サイクル
ビッ ト 3 ～ 0: 行アドレス サイクル

32h 32h 32h 32h

102 ～ 127 未使用 (0) 全バイ ト 00h

128 I/O ピン容量 08h 08h 08h 08h

129 ～ 130 タイ ミング モード  サポート  00h、 08h 00h、 08h 00h、 04h 00h、 04h

ビッ ト 15 ～ 4: 予約済み (0)

ビッ ト 3: 「1」 にセッ トすると、 タイ ミ ング 
モード 3 をサポート  

ビッ ト 2: 「1」 にセッ トすると、 タイ ミ ング 
モード 2 をサポート

ビッ ト 1 ～ 0: 予約済み (0)

131 ～ 140 未使用 (0) 全バイ ト 00h

141 ～ 163 予約済み (0) 全バイ ト 00h

164 ～ 253 未使用 (0) 全バイ ト 00h

254 ～ 255 インテグリテ ィ CRC 全バイ ト 00h

256 ～ 768 予約済み (0) 全バイ ト 00h

表 4.  パラメータ  ページのデータ構造の定義 ( 続き )

バイ ト パラメータの説明 [5] 値 (SDR タイ ミング モード 3) 値 (SDR タイ ミング モード 2)

×8 ×16 ×8 ×16
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ステータス読み出し  (70h) の定義

ステータス読み出しコマンドは、最後に発行された処理の状態の値を読み出します。 ステータス レジスタ  ビッ トの定義は 15 ペー

ジの表 5 「ステータス フ ィールドの定義」 を参照して ください。図 12 と図 13 はステータス読み出しの動作とタイ ミングを定義し

ます。 

SR: ステータス レジスタ  ビッ トは 15 ページの表 6 で定義されます。

図 12.  ステータス読み出し処理

図 13.  ステータス読み出しタイ ミング 
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ステータス フ ィールドの定義

ステータス読み出しレジスタ  コマンドはステータス レジスタ  バイ トの値 (SR) を返します。 RDY ビッ トが 0 にクリアされると、
ステータス バイ トでの (WP を除く ) 他の全てのビッ トは無効で、 ホストに無視されます。 nvSRAM STORE またはソフ トウェア

RECALL サイクルが進行中、 レディー／ビジー状態を確認するために、 RDY ビッ ト をポーリングすることができます。

nvSRAM バースト  モード読み出し  (00h、 30h)

ホスト  コン ト ローラ 00h コマンドの後に続いて 5 アドレス バ
イ トおよび 30h の 2 番目のコマンド  サイクルを送信すると、

nvSRAM は読み出しモードになります。読み出しコマンドが登
録された後、 nvSRAM は RE 制御信号のトグルのたびに RE の

立ち下がりエッジから tREA 時間後DQバス上でデータを送信し

ます。 nvSRAM はバースト  モードで読み出すことが可能です。
この処理では、 ホストは最大の tRC 率で RE を繰り返してパル

スすることでデバイスからデータを読み出し続けることができ
ます。ホスト  コン ト ローラは単一読み出し要求を開始すること

でメモリ全体を読み出すことができます。バースト  モード読み

出しでは、nvSRAM の内部アドレス カウンタは自動的に次のア

ドレス指定可能な位置までインクリ メン ト し、 デバイスは DQ
バス上でデータを送信し続けます。内部のアドレス カウンタが

最後のアドレス指定可能なメモリ位置に到達した後、 カウンタ
は開始アドレスにロールオーバーし、データ  バイ ト を送信し続

けます。 読み出しが他の有効なコマンドによって割り込まれる
までデバイスは読み出しモードを維持します。 データ出力サイ
クル タイ ミングについては、 図 14 を参照して ください。

表 5.  ステータス フ ィールドの定義

SR ビッ ト 7 6 5 4 3 2 1 0

ステータス レジスタ WP RDY X (0) X (0) X (0) R (0) X (0) FAIL

表 6.  ステータス レジスタのビッ ト定義

SR ビッ ト SR ビッ トの定義 SR ビッ トの説明

ビッ ト 0 FAIL これは nvSRAM によって最後に実行されたコマンドの状態を示す。最後のコマンドが正常
に実行されなかった場合、 FAIL ビッ トは 「1」 にセッ ト される。 ホストによって最後に発
行されたコマンドが適切に登録されなかった場合、 コマンドが対応するアドレス バイ ト を
受信しなかった場合、またはホストによって送信されたコマンドが無効な場合は、nvSRAM
は FAIL ビッ ト をセッ ト

ビッ ト 1 ドン ト  ケア このビッ ト を読み出すと常に 「0」 が返される

ビッ ト 2 予約済み このビッ ト を読み出すと常に 「0」 が返される

ビッ ト 3 ドン ト  ケア このビッ ト を読み出すと常に 「0」 が返される

ビッ ト 4 ドン ト  ケア このビッ ト を読み出すと常に 「0」 が返される

ビッ ト 5 ドン ト  ケア このビッ ト を読み出すと常に 「0」 が返される

ビッ ト 6 RDY 「1」 にセッ トすると、 nvSRAM は他のコマンドの受け入れが可能になっており、 状態値の
他のすべてのビッ トは有効となる。 「0」 にク リアすると、 最後に発行されたコマンドはま
だ完了しておらず、 SR ビッ ト 5:0 は無効になり、ホストによって無視される。従ってこの
ビッ トは R/B の値に影響を与える。 STORE またはソフ トウェア RECALL の実行中、 この
ビッ トはデバイスによって 「0」 にセッ ト される

ビッ ト 7 WP 「1」 にセッ トすると、 デバイスは書き込みから保護されない。 「0」 にクリアすると、 デバ
イスは書き込みから保護される。 RDY ビッ トの状態に関わらず、 このビッ トは常に有効

図 14.  読み出しタイ ミング
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nvSRAM バースト書き込み (80h、 10h)

ホスト  コン ト ローラが 80h コマンドの後に続いて 5 アドレス

バイ ト および書き込まれるデータ  バイ ト を送信する と、

nvSRAM は書き込みモードになります。書き込みコマンドが開

始された後、 後続のデータ  バイ ト は WE ト グルのたびに

nvSRAM に書き込まれます。ホストが書き込みデータ  サイクル

の最後に 10h コマンドを送信すると、書き込みモードは終了し

ます。nvSRAM はバースト  モード書き込み処理をサポート して

います。 この処理では、 ホストは最初の書き込みサイクルの時
に一度だけ書き込みコマンドを開始し、 WE をパルスすること

で書き込みデータ  バイ ト を送信し続けます。 ホストは、 WE の

最小書き込みパルス幅 (tWP) および CE 信号のセッ トアップ時

間 (tCS) とホールド時間 (tCH) を維持する必要があります。バー

スト  モード書き込みが進行中、 nvSRAM の内部アドレス カウ

ンタは各データ  ワード書き込みの後に自動的に進みます。内部

のアドレス カウンタが最後のアドレス指定可能なメモリ位置

に到達した後、アドレス カウンタは開始アドレスにロールオー

バーし、 以前に書き込まれたデータを上書きすることにで開始
アドレスの位置からデータを書き続けます。

注 : コマンド 10h は、nvSRAM 書き込み処理のオプシ ョ ン コマ

ンドであり、 ホストがこのコマンドを発行せずに書き込みは正
常に実行されます。ホストが書き込みの実行中に 10h コマンド

を実行すると、 書き込みモードは終了します。

データ入力サイクル タイ ミングについては、 図 15 を参照して

ください。

リセッ ト  (FFh) の定義

リセッ ト機能は nvSRAM を電源投入状態にします。パワーアッ

プ RECALL 処理が実行中の場合を除き、 リセッ ト  コマンドは

デバイ スの状態に関係な く 実行 さ れます。 パワーア ッ プ
RECALL 処理の実行中、 リセッ ト  コマンドは発行されず、ホス

トはデバイスがレデイ状態になった後に R/B が HIGH になるま

で待機しなければなりません。 図 16 はリセッ トの動作とタイ

ミングを定義します。

16 ビッ トのデータ  アクセスをサポートするデバイスでは、 上

位 8 ビッ ト DQ[15:8] は 「ドン ト  ケア」 ビッ トであり、 使用さ

れません。

注 : NV 処理の実行中にリセッ ト  (FFh) コマンドを発行すると、
リセッ ト要求は進行中の NV 処理が完了した後にのみ実行され
ます。 デバイスの現時点の状態に応じて、 tRST タイ ミングは以

下の条件によって異なります。

■ デバイスがレデイーの時にリセッ ト  コマンドを実行すると、
リセッ ト要求を処理するのに tSS 時間を要します。

■ ソフ トウェアRECALLサイクルの進行中にリセッ ト  コマンド
を発行すると、 リセッ ト要求を処理するのに tRECALL 時間を
要します。 

■ ソフ トウェアまたは HSB STORE サイクルの進行中にリセッ
ト  コマン ド を発行する と、 リセ ッ ト 要求を処理するのに
tSTORE 時間を要します。

図 15.  書き込みタイ ミング

DQ
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tADL

CMD ADDRADDR ADDR ADDR ADDR

ADD1 ADD2 ADD3 ADD4 ADD580h D0 D1 D2 DN 10h

DINDINDIN DIN CMD

図 16.  リセッ ト  タイ ミング図 
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nvSRAM ソフ トウェア RECALL (FCh)

ソフ トウェア RECALL は nvSRAM でソフ トウェア RECALL 処

理を開始します。 デバイスがレディー状態の場合、 コマンドは
いつでも実行されます。図17はnvSRAM ソフ トウェアRECALL
の動作とタイ ミングを定義します。ソフ トウェア RECALL コマ

ンドが nvSRAM によって登録された後、ソフ トウェア RECALL
処理を内部的に開始する前にソフ トウェア コマン ド を処理す

るのに tSS 時間を要します。 リセッ ト  (FFh) とステータス読み

出し  (70h) を除き、 nvSRAM へのすべてのアクセスは tRECALL

時間の間禁止されます。RECALL 処理の進行中、 nvSRAM はス

テータス レジスタの RDY ビッ ト を 「0」 にセッ ト し、 R/B ピンを

tRECALL の間 LOW にプルダウンします。 RECALL が完了した後、

RDY ビッ トは 「1」 にセッ ト され、 R/B は外部プルアップ抵抗

によって HIGH にプルアップされ、 レディー状態を示します。

16 ビッ トのデータ  アクセスをサポートするデバイスでは、 上

位 8 ビッ ト DQ[15:8] は 「ドン ト  ケア」 ビッ トであり、 使用さ

れません。

nvSRAM ソフ トウェア STORE (84h、 A5h)
SRAM 書き込みの有無に関わらず、 ソフ トウェア STORE コマン

ドを送信することで nvSRAM内でソフ トウェア STORE処理を開

始します。 ソフ トウェア STORE コマンドが登録された後、 デバ

イスは STORE 処理を完了するのに tSTORE 時間を要します。 リ

セッ ト  (FFh) とステータス読み出し  (70h) を除き、 nvSRAM への

すべてのアクセスは STORE 処理の進行中禁止されます。STORE
サイクルを開始した後、nvSRAM は tSTORE の間 R/B ピンを LOW

にプルします。 ステータス レジスタ SR[6] の RDY ビッ トは 「1」
から 「0」 に遷移し、 STORE サイクルが完了するまで 「0」 のま

まです。 図 18 はソフ トウェア STORE の動作とタイ ミングを定

義します。ソフ トウェア STORE コマンドが開始された後、tSTORE

の間 R/B 信号が LOW にプルダウンされ、 FFh リセッ ト を含む

nvSRAM へのすべてのアクセスは無効になります。

16 ビッ トのデータ  アクセスをサポートするデバイスでは、 上位

8ビッ ト DQ[15:8]は「ドン ト  ケア」ビッ トであり、使用されません。

nvSRAM AutoStore ディセーブル (A3h)
AutoStore ディセーブル コマンド  (A3h) は nvSRAM AutoStore を

無効にします。 リセッ ト  (FFh) とステータス読み出し  (70h) を除

き、 nvSRAM へのすべてのアクセスは tSS 時間禁止されます。

AutoStore イネーブル コマンドが実行中の場合、 デバイスは R/B

を tSS の間 LOW にプルダウンします。 この設定は揮発性である

ため、 後続のパワーサイクルにわたり維持されるよ うにするに
は、 手動ソフ トウェア STORE 処理を実行する必要があります。

デバイスがレディー状態の場合、 コマンドはどの時でも実行可能
です。 図 19 は nvSRAM AutoStore ディセーブル タイ ミングを定

義します。

16 ビッ トのデータ  アクセスをサポートするデバイスでは、 上位

8 ビッ ト DQ[15:8]は「ドン トケア」ビッ トであり、使用されません。

nvSRAM AutoStore イネーブル （ACh）
AutoStore イネーブル コマンド （ACh） は nvSRAM AutoStore を

有効にします。 リセッ ト （FFh） と リード  ステータス （70h） を

除き、 nvSRAM へのアクセスは tSS 時間の間禁止されます。

AutoStore イネーブル コマンドが実行している場合、 デバイスは

R/B を tSS の間にローにプルダウンします。 この設定は揮発性を

有するため、 後続のパワーサイクルの後も維持されるようにする
には手動ソフ トウェア STORE 処理を実行する必要があります。

デバイスがレディ状態の場合、 コマンドはどの時でも実行可能で
す。 図 20 は nvSRAM AutoStore イネーブル タイ ミングを定義し

ます。

16 ビッ トのデータ  アクセスをサポートするデバイスでは、 上位

8ビッ ト DQ[15:8]は「ドン ト  ケア」ビッ トであり、使用されません。

図 17.  nvSRAM ソフ トウェア RECALL
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図 18.  ソフ トウェア STORE タイ ミング
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図 19.  nvSRAM の AutoStore ディセーブル
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書き込み保護

書き込み保護機能は nvSRAM で書き込み処理を無効にします。

書き込みコマンド  (80h) を開始する前に、 ホストが WP ピンを

外部から LOW にプルすると、nvSRAM はステータス レジスタ

で WP の状態 (SR[7]) をクリアし、 SRAM メモリへの書き込み

を無効にします。 しかし、ステータス レジスタへの書き込みは

保護されません。 書き込み保護ピンの状態は、 WE 信号の立ち

上がりエッジで書き込みコマンド  (80h) が行われるとデバイス

によってラッチされます。 書き込み保護の状態がラッチされた
後、 現時点の書き込みサイクルの間ロックされます。 WP の値

を変更した後、ホストは少な く とも tWW 時間デバイスに新しい

コマンドを発行しません。ホストはコマンド  サイクル中に WP
ピンを トグルしてはいけません。図 21 は、WP を トグルした後

の nvSRAM 書き込みコマンドの開始を示す tWW タイ ミング要

件について説明します。WP 信号の遷移は非同期です。LOW か

ら HIGH へ、 または HIGH から LOW への WP 遷移の後、 新し

いコマンドがホストによって発行される前に、バスは tWW 時間

アイドル状態です。

nvSRAM Store 処理

nvSRAM は、 3 つの Store 処理のいずれかを使用してデータを

不揮発性メモリ  セルに格納します。 これらの 3 つの処理は、デ

バイス電源切断時に自動的にト リガされるAutoStore、HSBによっ

て有効化されるハードウェア STORE、 およびソフ トウェア コマ

ンドを発行することで有効化されるソフ トウェアSTOREです。

AutoStore 処理

AutoStore 処理は、SONOS テク ノロジ独自の機能であり、デバ
イスではデフォルトで有効になっています。 通常処理中、 デバ
イスは、VCAP ピンに接続されたコンデンサを充電するのに VCC

から電流を引き込みます。 この充電は、 チップが電源切断時に
STORE 処理を実行するためのものです。 VCC ピンの電圧が

VSWITCH を下回った場合、デバイスは自動的にVCAP ピンを VCC

から切断し、STORE 処理は VCAP コンデンサによって提供され

た電力で起動されます。

注:  コンデンサがVCAPピンに接続されていない場合、AutoStore

ディセーブル コマンド  (A3h) を使用して AutoStore を無効にし
て ください。AutoStore が VCAP ピンに接続されているコンデンサ

なしで有効にされた場合、 デバイスは STORE 処理を完了する
ために十分な電荷がないまま AutoStore 処理を実行しよう と し
ます。このため、nvSRAM 内に格納されたデータが破壊されます。

図 23 に、 自動的な STORE 処理用のスト レージ コンデンサ

(VCAP) の適切な接続方法を示します。VCAP の容量については、

20 ページの DC 特性を参照して ください。VCAP ピンの電圧は、

チップ上のレギュレータによって VVCAP に駆動されます。電源

投入時に R/B をアクティブでない状態に保つために、 このピン

上にプルアップ抵抗を配置する必要があります。 このプルアッ
プ抵抗は、電源投入時に R/B 信号がト ライステート状態にある

場合のみ有効です。 nvSRAM がパワーアップ RECALL を終了

する時、ホスト  マイクロコン ト ローラは有効であるか、 または

ホスト  マイクロコン ト ローラのリセッ トが終了するまでR/Bを

無効状態に保つ必要があります。 不要な不揮発性 STORE 処理

を低減するために、最後の STORE か RECALL サイクルの実行

後、少な く とも1回の書き込み処理が行われない限り、AutoStore
およびハードウェア STORE 処理は無視されます。 

図 20.  nvSRAM の AutoStore イネーブル

図 21.  書き込み保護ディセーブル タイ ミング 

図 22.  書き込み保護イネーブル タイ ミング 
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ハードウェア STORE (HSB) 処理

デバイスには、 ハードウェア STORE 処理を制御するための

HSB ピンがあります。 HSB ピンは、 ハードウェア STORE サ

イクルの要求に使用されます。 HSB ピンが LOW にされると、

デバイスは tDELAY の後、条件に従って STORE 処理を開始しま

す。実際の STORE サイクルは、最後の STORE または RECALL
サイクル以降、 SRAM への書き込みが実行された場合にのみ開

始します。 HSB が ( 任意の手段で ) LOW に駆動されている間

に実行中の SRAM 書き込み処理は、 STORE 処理が開始される

前に完了するのに tDELAY の時間を要します。 しかし HSB が

LOW になった後、 すべての要求された SRAM 書き込みサイク

ルは、 R/B が HIGH に戻るまで禁止されます。 HSB が LOW で

ある限り、R/BはデバイスによってLOWに維持されます。SRAM
のすべての読み出しと書き込みサイクルは、ホスト  マイクロコ

ン ト ローラまたは他の外部ソースによって HSB が HIGH に戻

るまで禁止されます。デバイスの通常処理中、HSB ピンを HIGH
にセッ トする必要があります。HSB がアプリケーシ ョ ンで使用

されない場合、このピンは 4.7kW ～ 10kW の外部プルアップ抵

抗を用いて HIGH にプル アップする必要があります。

ソフ トウェア Store 処理

ソフ トウェア Store 処理は、 ソフ トウェア STORE コマンド

(84h、A5h) を送信することで開始されます。書き込みラッチが

セッ ト されたかどうかに関係な く、 nvSRAM は STORE サイク

ルを開始します。 詳細は 17 ページの nvSRAM ソフ トウェア

STORE (84h、 A5h) を参照して ください。

nvSRAM RECALL 処理

nvSRAM は、2 つの Recall 処理のいずれかを使用してデータを

不揮発性メモリ  セルから復元します。これらの 2 つの Recall 処
理は、 パワーサイクルまたは電圧低下時にデバイスによって自
動的に有効化されるハードウェア Recall、 およびソフ トウェア

によって開始される RECALL サイクルです。

ハードウェア RECALL ( 電源投入 )

電源投入時または低電圧状態 (VCC < VSWITCH) の後は、 内部の

RECALL 要求がラ ッチされます。 VCC が電源投入時に再度

VSWITCH を超えた場合、 RECALL サイクルが自動的に開始し、

完了するのに tHRECALLを要します。この間、R/BピンはnvSRAM

によって LOW に駆動され、 nvSRAM へのすべての読み書きは

禁止されます。

ソフ トウェア Recall

ソフ トウェア Recall 処理は、 ソフ トウェア RECALL コマンド

(FCh) を送信することで開始されます。nvSRAM は RECALL サ

イクルを開始し、 不揮発性セルから復元したデータで SRAM
データを上書きします。 詳細は 17 ページの nvSRAM ソフ ト

ウェア RECALL (FCh) を参照して ください。
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最大定格

最大定格を超えると、 デバイスの寿命が短く なる可能性があり
ます。 これらのユーザー ガイ ド ラインはテス ト されていませ

ん。

保存温度 ....................................................–65°C ～ +150°C

最大累積保存時間

周囲温度 150°C で ................................................ 1000 時間

周囲温度 85°C で ..........................................................20 年

最大接合部温度 .......................................................... 150°C

VSS を基準とした VCC の電源電圧 .............. –0.5V ～ +4.1V

VSS を基準とした VCCQ の電源電圧 ............ –0.5V ～ +2.4V

High Z 状態の出力に印加される

DC 電圧 ............................................... –0.5V ～ VCCQ+0.5V

入力電圧 .............................................. –0.5V ～ VCCQ+0.5V

グランド電位を基準とした任意のピンの
過渡電圧 (<20ns) .................................... –2.0V ～ CCQ+2.0V

パッケージ許容電力損失 (TA = 25°C) ........................... 1.0W

パッケージ ハンダ付け温度 (3 秒 ) ........................... +260°C

DC 出力電流 ( 一度に 1 出力、 1 秒間 ) ....................... 20mA

静電気放電電圧 
(MIL-STD-883、 Method 3015 による ) ................... > 2001V

ラッチアップ電流 ................................................... > 140mA

動作範囲

範囲 周囲温度 (TA) VCC VCCQ

産業用 –40°C ～ +85°C 2.7V ～ 3.6V 1.70V ～ 1.95V

DC 特性

動作範囲において

パラメータ 説明 テスト条件 Min Typ[6] Max 単位

VCC コア電源 2.7 3.0 3.6 V

VCCQ I/O 電源 1.70 1.80 1.95 V

ICC1 平均 VCC 電流 tRC > 30ns – – 100 mA

ICCQ1 平均 VCCQ 電流 RC > 30 ns 

出力負荷なしで得られた
値 (IOUT = 0mA) 

CY14V116F7 – – 30 mA

CY14V116G7 – – 60 mA

ICC2 STORE 中の平均 VCC 電流 全入力はドン ト  ケア。 VCC = VCC (Max)
tSTORE 期間の平均電流

– – 10 mA

ICC3 平均 VCC 電流
tRC > 200ns ；
VCC = VCC (Typ)、 25°C

全入力は CMOS レベルで切り替わる – – 50 mA

ICCQ3 平均 VCCQ 電流

tRC > 200ns ；

VCCQ = VCCQ (Typ)、 25°C

全入力は CMOS レベルで

切り替わる。 出力負荷な
しで得られた値 
(IOUT = 0mA) 

CY14V116F7 – – 15 mA

CY14V116G7 – – 30 mA

ICC4
[7] AutoStore サイクル中の平均

VCAP 電流

全入力はドン ト  ケア。 tSTORE 期間の平均
電流

– – 6 mA

ISB VCC スタンバイ電流 CE > (VCCQ – 0.2V)。

VIN < 0.2V または > (VCCQ – 0.2V)

– – 5 mA

ISB1 VCCQ スタンバイ電流 – – 2 mA

IIX 入力リーク電流 VCCQ = VCCQ (Max)、 VSS < VIN < VCCQ –1 – +1 mA

IOZ 出力リーク電流 VCCQ = VCCQ (Max)、 VSS  < VIN  < VCCQ ；

出力は無効

–1 – +1 mA

VIH 入力 HIGH 電圧 0.8 × VCCQ – VCCQ + 0.3 V

VIL 入力 LOW 電圧 VSS – 0.3 – 0.2 × VCCQ V

 注 :
6. Typ 値は 25°C、 VCC = VCC(Typ) および VCCQ = VCCQ(Typ) でのものです。 100% のテストは行われていません。

7. このパラ メータは設計保証であり、 テス ト されていません。
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VOH 出力 HIGH 電圧 IOH = -100mA VCCQ – 0.1 – VCCQ V

VOL 出力 LOW 電圧 (R/B を除き ) IOL = 100mA – – 0.1 V

出力 LOW 電圧 (R/B に対して ) IOL = 3mA – – 0.2 V

VCAP
[8]

スト レージ コンデンサ VCAP ピンと VSS ピンの間 19.8 22.0 82.0 mF

VVCAP
[9、 10] デバイスによって VCAP ピン上

で駆動された最大電圧

VCC = VCC (Max) – – 5.0 V

DC 特性 ( 続き )

動作範囲において

パラメータ 説明 テスト条件 Min Typ[6] Max 単位

データ保持期間および書き換え可能回数

動作範囲において

パラメータ 説明 Min 単位

DATAR データ保持期間 20 年

NVC 不揮発性 STORE 処理回数 1,000,000 サイクル

静電容量

パラメータ [10] 説明 テスト条件 Max 単位

CIN クロックおよび入力ピンでの入力静電容
量

TA = 25°C、 f = 1MHz、 VCC = VCC (Typ)、 VCCQ = VCCQ 
(Typ) 

10 pF

CIO データおよび I/O ピンでの入力静電容量 10 pF

COTHER 他のすべての制御ピンでの静電容量 10 pF

熱抵抗

パラメータ
[10] 説明 テスト条件

165 ボール
FBGA 単位

JA 熱抵抗
( 接合部から周囲 )

テスト条件は、EIA/JESD51 による、熱インピーダンス
を測定するための標準的なテスト方法と手順に従う

15.6 °C/W

JC 熱抵抗
( 接合部からケース )

2.9 °C/W

 注 :
8. VCAP の Min 値は、 AutoStore 処理を完了するのに十分な電荷があることを保証するものです。 VCAP の Max 値は、 即時の電源切断サイクルが発生しても

AutoStore 処理が正常に完了するようにパワーアップ RECALL サイクルの間に VCAP のコンデンサが必要な最小電圧まで充電されることを保証するものです。 し

たがって、 指定した Min と Max の範囲内でコンデンサを使用することを常に推奨します。 

9. VCAP ピンの最大電圧 (VVCAP) は、 VCAP コンデンサを選択する際に指針として提供されています。 動作温度範囲における VCAP コンデンサの定格電圧は、 VVCAP

電圧より高く なければなりません。

10. これらのパラ メータは設計保証であり、 テス ト されていません。
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AC テスト条件

入力パルス レベル...............................................0V ～ VCCQ

入力立ち上がり／立ち下がり時間 (10% ～ 90%) ...........5ns

入力と出力のタイ ミング参照レベル .........................VCCQ/2

図 24.  ド ライバ出力リファレンス 

 

Rtt = 50 Ohm

Vtt = 0.5 x VCCQ

NAND
Package

Output

C   = 30 pFL 
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AC スイッチング特性

タイ ミング モード

動作範囲 において

パラメータ
[11] 説明

モード 2 モード 3

単位35ns 30ns

Min Max Min Max

tADL アドレス サイクルからデータ  ロードまでの時間 100 – 100 – ns

tALH ALE ホールド時間 10 – 5 – ns

tALS ALE セッ トアップ時間 15 – 10 – ns

tAR ALE から RE までの遅延時間 10 – 10 – ns

tCEA CE アクセス時間 – 30 – 25 ns

tCH CE ホールド時間 10 – 5 – ns

tCHZ
[12] CEHIGH から出力 HIGH Z までの時間 – 50 – 50 ns

tCLH CLE ホールド時間 10 – 5 – ns

tCLR CLE から RE までの遅延時間 10 – 10 – ns

tCLS CLE セッ トアップ時間 15 – 10 – ns

tCOH CE HIGH から出力ホールドまでの時間 15 – 15 – ns

tIR 出力 HIGH Z から RE LOW までの時間 0 – 0 – ns

tCS CE セッ トアップ時間 25 – 25 – ns

tDH データ  ホールド時間 5 – 5 – ns

tDS データ  セッ トアップ時間 15 – 10 – ns

tRC RE サイクル時間 35 – 30 – ns

tREA RE アクセス時間 – 25 – 20 ns

tREH RE HIGH ホールド時間 15 – 10 – ns

tRHOH RE HIGH から出力ホールドまでの時間 15 – 15 – ns

tRHW RE HIGH から WE LOW までの時間 100 – 100 – ns

tRHZ
[12] RE HIGH から出力 HIGH Z までの時間 – 100 – 100 ns

tRP RE パルス幅 17 – 15 – ns

tRST
[13]

デバイスのリセッ ト時間 – 500 ／ 600 ／
8000

– 500 ／ 600 ／
8000

µs

tWC WE サイクル時間 35 – 30 – ns

tWB WE HIGH またはクロック立ち上がりエッジから SR[6] 
LOW までの時間

– 100 – 100 ns

tWH WE HIGH ホールド時間 15 – 10 – ns

tWHR WE コマンド、 アドレスまたはデータ入力サイクルから
データ出力サイクルまでの時間

80 – 80 – ns

tWP WE パルス幅 17 – 15 – ns

tWW WP 遷移からコマンド  サイクルまでの時間 100 – 100 – ns

tWPS WP セッ トアップ時間 25 – 25 – ns

tWPH WP ホールド時間 10 – 10 – ns

 注 :
11. テスト条件は、 以下を想定しています : 5ns 以下の信号遷移時間、 VCCQ/2 のタイ ミング参照レベル、 0V から VCCQ (Typ) までの入力パルス レベル、 および図 24

に示した指定の IOL ／ IOH の出力負荷と 30pF の負荷容量。

12. これらのパラ メータは設計保証であり、 テス ト されていません。

13. tRST には 3 つの最大値が示されます。 それぞれは、 デバイスが STORE または RECALL 処理を実行していない場合／デバイスが RECALL 処理を実行している場

合／およびデバイスが STORE 処理を実行している場合に対応しています。
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nvSRAM AutoStore ／パワーアップ RECALL 特性

パラメータ 説明 Min Max 単位

tHRECALL
 [14]

パワーアップ RECALL 期間 – 30 ms

tSTORE
 [15] STORE サイクル期間 – 8 ms

tDELAY
[16] SRAM 書き込みサイクルを完了する時間 – 45 ns

tVCCRISE
[17] VCC 立ち上がり時間 150 – µs

VSWITCH VCC の低電圧ト リガ レベル – 2.65 V

VIODIS VCCQ での I/O ディセーブル電圧 – 1.6 V

tLZRB
[17] R/B から出力アクテ ィブまでの時間 – 5 µs

VRBDIS
[17] R/BVCC での出力ディセーブル電圧 – 1.9 V

図 25.  AutoStore またはパワーアップ RECALL[18、 19]

VIODIS

tVCCRISE tSTORE tSTORE

tDELAY

tDELAY

tLZRB tLZRB

tHRECALL
tHRECALL

R/B

AutoStore

Power-Up
RECALL

Read & Write
Inhibited
(RWI )

Power-Up
RECALL

Read & Write

BROWN
OUT

AutoStore

Power-Up
RECALL

Read
   &
Write

Power-down
AutoStore

Note Note

VSWITCH

VRBDIS

Read
   &
Write

BROWN
OUT

I/O Disable

VCC

VCC

VCCQ

VCCQ

VCCQ

[15][15]

 注 :
14. tHRECALL は、 VCC が VSWITCH を超える時から始まります。

15. SRAM の書き込みが最後の不揮発性サイクル以降に実施されていない場合、 AutoStore またはハードウェア STORE は実行されません。

16.ハードウェア STORE と AutoStore の開始時に、 SRAM の書き込み処理は tDELAY の間有効のままです。 

17. これらのパラ メータは設計保証であり、 テス ト されていません。

18.読み出しおよび書き込みサイクルは、 STORE、 RECALL の実行中、 および VCC が VSWITCH 未満の時は無視されます。

19.外部プルアップが R/B ピンに接続されている時にのみ、 ピンは VCCQ に HIGH に駆動されます。 R/B ド ライバは無効にされます。 
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ハードウェア STORE 特性

動作範囲において

パラメータ 説明 Min Max 単位

tPHSB ハードウェア STORE パルス幅 15 – ns

tDRB 書き込みラッチがセッ ト されていない時の R/B から出力アクティブまでの時間 – 100 ns

tRECALL RECALL 期間 – 600 μs

tSS
[20]

ソフ ト  シーケンス処理時間 – 500 μs

図 26.  ハードウェア STORE サイクル [21] 

tPHSB

tPHSB

tWB tDRB

tWB

tSTORE
tHHHD

tLZRB

Write latch set

Write latch not set

HSB 

R/B

DQ (Data Out)

RWI

HSB  

R/B

RWI

R/B pin is driven HIGH to V  CCQ only by external

SRAM is disabled as long as HSB is driven low.

tDRB

pull-up resistor on R/B.

 注 :
20. これは、 ソフ ト  シーケンス コマンドの処理に要する時間です。 効果的にコマンドを登録するには、 Vcc 電圧は HIGH のままでなければなりません。

21. SRAM の書き込みが最後の不揮発性サイクル以降に行われていない場合、 AutoStore またはハードウェア STORE は実行されません。
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注文コードの定義
 

注文情報

注文コード
パッケー

ジ図
パッケージ タイプ 動作範囲

CY14V116G7-BZ30XI 51-85195 165 ボール FBGA 産業用

CY14V116G7-BZ30XIT

オプシ ョ ン ：
T - テープ & リール

ブランク  - 標準

容量 :

116 - 16M ビッ ト

サイプレス

CY 14 V 116 F 7 - BZ 30 X I T 

14 - nvSRAM

パッケージ :
BZ - 165 ボール FBGA

温度 :
I - 産業用温度範囲 (–40°C ～ 85°C)

電圧 :
V - 3.0V VCC、 1.8V 

鉛フリー
速度 :
30 - 30ns

7 - ONFI 1.0
F - ×8 NAND
G - ×16 NAND
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パッケージ図
図 27.  165 ボール FBGA (15mm × 17mm × 1.40mm) パッケージ外形図 (51-85195)

51-85195 *D
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略語 本書の表記法

測定単位略語 説明

ALE アドレス ラッチ イネーブル

CE チップ イネーブル

CLE コマンド  ラッチ イネーブル

CMOS CMOS ( 相補型金属酸化膜半導体 )

CRC Cyclic Redundancy Check ( 巡回冗長検査 )

EIA Electronic Industries Alliance ( 米国電子工業会 )

I/O input/output ( 入力／出力 )

JEDEC Joint Electron Devices Engineering Council 
( 半導体技術協会 ( 旧電子機器技術評議会 ))

JESD JEDEC Standards (JEDEC 規格 )

nvSRAM 不揮発性スタティ ック  ランダム アクセス メモリ

ONFI オープン NAND フラッシュ  インターフェース

NV 不揮発性

RE 読み出しイネーブル

RoHS 特定有害物質使用制限

R/W 読み出し／書き込み

RWI 読み出しおよび書き込み禁止

SR ステータス レジスタ

WE 書き込みイネーブル

記号 測定単位

°C 摂氏温度

Hz ヘルツ

kHz キロヘルツ

kΩ キロオーム

MHz メガヘルツ

MT/s 100 万回転送／秒

μA マイクロアンペア

μF マイクロファラッ ド

μs マイクロ秒

mA ミ リアンペア

ms ミ リ秒

ns ナノ秒

Ω オーム

pF ピコファラッ ド

V ボルト

W ワッ ト
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改訂履歴

文書名 : CY14V116F7 ／ CY14V116G7、 非同期 NAND インターフェース付 16M ビッ ト nvSRAM
文書番号 : 001-92097

版 ECN 番号 発行日 変更者 変更内容

** 4341315 4/11/2014 HZEN これは英語版 001-75528 Rev *C を翻訳した日本語版 Rev. ** です。

*A 4661082 2/13/2015 HZEN Template Updates

*B 5702665 04/25/2017 HZEN これは英語版 001-75528 Rev *J を翻訳した日本語版 001-92097 Rev. *B です。


